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【はじめに】高マンガンシリサイドは資源量が豊富なシリサイド半導体材料として注目が集まっ

ている。高マンガンシリサイドは、異なる 4つの結晶相 (Mn4Si7, Mn11Si19, Mn15Si26, Mn27Si47)が存

在することが報告されている[1]。中温領域で高い熱電性能指数を示すこと、また結晶相の一つで

あるMn4Si7が赤外域のバンドギャップ(0.5eV)と高い吸収係数を有することなどから熱電素子や赤

外受光素子への応用が期待される。しかし、単相結晶については融液法による作製が困難である

ことから、電気特性の報告が限られている。我々の研究室では、溶液温度差法によって Ga溶媒か

らは Mn11Si19、Sn溶媒からは Mn4Si7の単相結晶が得られることや各結晶相の電気特性を報告して

いる[2-3]。本報告では、前回に続き Hall効果測定を用いて電気特性を調べたので報告する。 

【実験方法】結晶は Ga、Sn 金属溶媒を用いた溶液温度差法によって成長させた。溶質の原料は、

純度 3N の Mn と 10N の Si を Mn:Si=1:1.7 の組成比で、1350℃で溶融合成したインゴット状の合

金を用いた。これらの溶質及び溶媒を石英アンプルの中に封入した後、5×10
-6

Torr まで真空封止

した。封止したアンプルは電気炉に入れ、成長部温度 900-960℃の条件で 1週間かけて成長を行っ

た。van der Pauw法と Hall効果測定により、5-300Kの温度範囲で評価した。 

【結果と考察】図 1 に今回成長させた結晶を示す。結晶はこれまで同様に基板状に成長し、厚さ

は Mn11Si19で約 0.8-1.4mm、Mn4Si7は約 0.7mm であった。表 1 に室温で測定した電気特性の測定

値を示す。電気抵抗率に着目すると、Mn11Si19の値が Mn4Si7よりも一桁低かった。またキャリア

密度は Mn11Si19の値が前回同様に 10
21

cm
-3台に対し、Mn4Si7では 10

19
-10

20
cm

-3であった。不純物

密度がキャリア密度に比べて十分低いことを考慮すると、これは理論計算で示されている各結晶

相において電子構造の違い[1]が反映されているものと考えられる。 
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21

 

Mn4Si7 
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 図 1 成長結晶(Mn11Si19,Mn4Si7) 

5mm 

表 1 室温における電気特性の測定値 

5mm 
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